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OC 821 

P-n-p-Flächentransistor 

In Vorbereitung 
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Verwendung: 

Der Transistor OC 821 ist verwendbar für Niederfrequenzendstufen mit ca, 
50 mW Ausgangsleistung, bzw. in Gegentakt-B-Stufen bis 400 mW Ausgangs- 
leistung. 

Kennwerte: 

Emitterschaltung; gemessen bei #, — 25° C 

Basisstrom 

(kbei — )Jce =10mA;—Uce=6V) —)Je = 75‘+ 500 4A 

(bei — Jc =80mA; — Uce=0,7V) —J8 = 1::- 4 mA 

Basisspannung 

(bei — Je =10mA;—Uce=6V) —UgE < 250 mV 

(bei — )Je = 80mA; — Uce = 0,7 V) — UBE < 0,4 V 

Kollektorreststrom 

(bei — Ucs = 6 V; Je= 0) — )co < 20 uA 

(bei — Uce = 6 V; Je=0) — J)co < 500 HA 

Kollektorrestspannung 

(bei — Je =125mA) —UR < 0,35 V 

Grenzfrequenz fa = 300 kHz 
(gemessen in Basisschaltung) 

Rauschfaktor F < 25 dB 

(bei —Uce’=1V; —Je=1mA; Rg5002; f=1kHz) 

Änderungen vorbehalten 
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OC 821 

P-n-p-Flächentransistor 

In Vorbereitung 

Maximalwerte: 

Verlustleistung N me : 100 mW') 

Kollektorspannung — UCE max 10 V 

Kollektorspitzenspannung — Ucesp 20 V 

Kollektorstrom — JC max 125 mA 

Kollektorspitzenstrom — ]eip 15) mA 
Emitterspannung Ueamax = 8 A 
Emitterspitzenspannung UE8sp 10 V 

Emitterstrom JE H 125 mA 

Emitterspitzenstrom Je'sp 135 mA 

Sperrschichttemperatur j max 75 .. 

Wärmewiderstand Kr = 53 "CmW 

Temperaturbereich Da = —h0---+65°C 

') siehe Seite 7, 

Änderungen vorbehalten
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In Vorbereitung 

Kennlinienfeld in Basisschaltung 
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Änderungen vorbehalten 
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OC 821 

P-n-p-Flächentransistor 

In Vorbereitung 

Kennlinienfeld in Emitterschaltung 
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Ausgabe; November 1957 

OC 820, OC 821 

p-Flächentransistoren 

In Vorbereitung 

Temperaturabhängigkeit des Kollektorreststromes 
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In Vorbereitung 

Max. zulässige Verlustleistung Nv max= Ne + Nc _ in Abhängigkeit von der 
Umgebungstemperatur #,, und der Kühlfläche F, 

N 

Ny max = 

awF 

« 1,5mWi/cm* ® C 

F = Kühlfläche in cm? 

Änderungen vorbehalten
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OC 820; OC 821 

In Vorbereitung 

Berechnungsbeispiel: 

Für den Transistor OC 821 ist die erforderliche Kühlfläche für eine Verlust- 
leistung von 100 mW bei einer Umgebungstempperatur von 35“ C zu ermitteln. 
Gegeben sind 

Bjmax = 75° C, %; = 0,3° C/mW, &,, = 1,5 mW /cm* °C., 

Der gesamte Wärmewiderstand beträgt 

Öimax — &4 _ 75—35°C N e FE E EW 
e N, 100 mW S 

Mit 

KK =# —Mr 

erhält man die erforderliche Kühlfläche zu 

“ 

A KK 

F= —— Kn ( 
— 1,5 (0,4—0,3) 

F= 6,7 cm? 

2 
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